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※概要（Summary）： 

MoS2 電界効果トランジスタを試作し、電極形成等

デバイス形成プロセスについて検討を行った。 

このデバイスプロセスで形成されたMoS2トランジス

タは、6桁以上の ON/OFF比、および約 16cm2/Vsの

電界効果移動度を示した。 

※実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・電子ビーム描画装置 

・化合物ドライエッチング装置 

・12連電子銃型蒸着装置 

・急速赤外線アニール炉 

・極低温プローバーシステム 

【実験方法】 

トランジスタの形成は、スコッチテープ劈開法によ

ってSiO2/Si基板上に数層MoS2のフレークを転写し、

電子線リソグラフィによってデバイス領域の限定（素

子分離）および電極形成を行った。形成されたトラン

ジスタは転写先基板最上層の SiO2 を絶縁膜として利

用するバックゲート型である。MoS2 層数の評価は光

学顕微鏡像およびラマン分光によって行った。 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

最終的なデバイス像は Fig.1にある。まず、転写し

たMoS2フレークを短冊状に加工し、素子領域の限定

を行った。これを実現するためにはMoS2のエッチン

グが必要となるが、これは Ar プラズマ処理によって

実現可能である。次に酸素アッシングによって MoS2

表層部のクリーニングを行った。アッシングプロセス

は良好な電気特性を得るために必要だと考えている

が、その一方でMoS2の層数減少が確認された。電極

金属としては Ti および Ni について検討し、Ni にお

いて良好な特性が観測された (Fig.2)。Ni電極を用い

る MoS2 トランジスタは他にも報告例が見られる[1]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 期待される 100cm2/Vs を超える移動度を得るために

は、絶縁膜/MoS2界面の改善が必要だと考えており、今

後研究を進めていく予定である。 

[1] A.T.Neal et al, DRC conference 2012, p. 65. 
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Fig. 1 Optical microscope top-view of fabricated 

MoS2 transistor. 

 

 
Fig. 2 (upper) Gate characteristics. (lower) 

output characteristics at a high gate overdrive. 
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